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J WOSIK, M. PALCZEWSKA, M. KAMINSKA: On some properties of,,,antisite” defects in
veutron irradiated GaAs

The Electron Spin Resonance (ESR) and optical absorption have been studied in the
thermal neutron irradiated highly resistive GaAs : Cr crystal. The ESR spectrum has
been obtained at 4.2 K and it was similar to the spectrum identified by other authors
as antisite AsGa’ . The intensity of Asca" ESR signal was light sensitive only during ilu-
nination with light. The absorption of the samples as a function of photon energy (0.6
_1.5eV)was measured and no light sensitivity of absorption spectrum was observed.
These results demonstrate that AsGa’ in the irradiated samples hadno characteristic
light induced metastability typical for EL2 defect in as-grown crystals.
Therefore one can conclude that Asca’ defects observed in the n-irradiated sample
are different from EL2 defect in the as-grown crystals.

)
R. JABLONSKI: Electron Spin Resonance of AsGa ,antisite’” defects in crystal type
A Bv :

We have synthesised the shape of the high - field line of the AsGa EPR spectrum as
a function of linewidths of individual components (superhyperfine).

R. JABLONSKI: Estimation of the concentraction on the Cr** and Ccr'' ions in the gallium ar-
senide crystals

One calculated the dependence Hrez = f (©)in (100) and (110) planes for GaAs : Cri*
and GaAs : Cr?* centers. The characteristic EPR spectrums for the cristalografic di-
rections [ 100_ and [ 110, are shown too.

W. RIEDL: The model for choosing Mn — Cu diffusion conditions to maintain high thermal con-
ductivity of copper foil

The model with an appropriate computer programm, for calculation of manganese di-
stribution in copper foil and of its thermal conductivity, related to conditions of diffu-
sion and bonding Cu to ceramics, has been presented. It may be applied for choosing
technological conditions of diffusion and bonding at man ufacturing copper-Al,0;-ce-
ramics composites for packaging power transistors.
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n. BOCMK, M. NANBYEBCKA, M. KAMUHBLCKA: Hexomopsie ceolicmea ,,anmucume’’ degex-
moe 8 0071yYeHHbIXx HeldmpoHamu kpucmannax GaAs

O6pasubl GaAs:Cr (c 601bWMM CONPOTUBTIEHNEM), OBNYYEHHbIE TEPMUYECKUMI HEATPOHaMN,
BbiNu nccnenoBaHbl METOAOM 3MEKTPOHHOTO NapamarHUTHOro peaoHaxca (3MP) u ¢ nomousio
n3mMepeHus ontuyeckon abcopbumu. MonyueHHbii npu Temnepatype 4.2 K cnektp MNP noxox Ha
NMAEHTUDULMPOBAHHBIA APYrMMK aBTopamMu cnekTp AsGa . Curnan 3MP, cBAsaHHbIN ¢ ASGa",
OKasanca 4ycTBMTENbHbIM Ha NOACBETKY 6enbiM CBETOM TONLKO BO BpemA ocBelleHun. [Tpovase-
AEeHO nsmepeHune ontnuyeckon abcopbuum o06pas3yos B 3aBUCUMOCTU OT aHeprum ¢otoHos (0.6 —
1.5 eV). He o6HOpyx €HO 3aBUCUMOCTU KOaduumeHTa abcopbumu oT ocselleHna. MonyyeHHble
pesynbTaTtbl NOKa3bIBaOT, YTO ued)eKT AsGa’'B 06ny4eHHbIX HENTpOHamu obpasuax He npoanaeT
BbI3BaHHOI CBETOM MeTacTabunbHOCTH, KOTOPan xapakTepHa AnAa aAedexktos ELL2 8, as-grown’
kpuctannax GaAs. dedextsl AsGa’, Habnoaaemblie B 06pasuax 06nyyeHHbIX TEPMUYECKNMN
HenTpoHamu, oTiuyarTca oT AedekToB EL2 B ,,.as-grown’’ kpuctannax GaAs.

P. ABNOHLCKW: Uccnedosarue wapywerui muna ,,aumucume’” @ uHmepmemaniuyeckux
coeduHeHuax AlllBv c nomoubio 3MNP

MposeaéH cuHTtes hopmbl AnHUKM ASGa 3P Kak dyHKUMN WUMPUHLI MHABUAYaNbHOR MUHUN CY-
NepcBepXTOHKON CTPYKTYpPbI.

P. ABNOHLCKWN: Onepdenerue konuenmpayuu xpoma e GaAs ¢ ucnonb308aHuem mMemooda
3P 3

Bobiyncnena 3aBucumocts Hpes. = f () B nnockoctn (100) v (110) ana GaAs:Cr**, Cr?’ uenTpos.
Moxasaubl xapakTepucTnyeckme nuHum 3MP AnA HanpasneHwin : lOO] 7 '__ 110 .

B.PUANb: Moodens nod6opa ycnosui dudghyauii Mn — Cu 0ng coxpaHeHus ebicokol menio-
60U NPoB0OUMOC MU MEOHOU ¢hosIbeU

MNpeacrasneHa moaenb n KOMNLIOTEPHAA NPOrpaMMa ANA BLIYUCNEHUA U pacnpeaeneHna KoHue-
HTPauuit MapraHua B MeaHoOW honbre v ee TeNNOBOW NPOBOANMOCTH, KOTOPbIE 3aBUCAT OT YCI0-
BN ANDADY3UN 1 COBAUHEHUA MEAN C KEPAMUKOA.

3Ta MoAenb MOX eT NPUMEHATLCA NPY NOABOPE TEXHONOrMYECKNX YCNOoBUiA Anddyaumn u coeam-
HEHWA NPYM NPOU3BOACTBE KOMNO3MTOB Me/b — KOPYHAOBasA KepaMmuka, NpuMeHeHue Ana Kopny-
COB TPAaH3UCTOPOB MOLLHOCTH.
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INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH uprzejmie prosi Autoréw o prze-
strzeganie podanych nizej wskazéwek:

5.

2

N

10.

1.

13.

14.

Objetosci artykutéw nie powinny przekraczaé 15 stron maszynopisu tacznie
Z rysunkami i tabelami.

Artykuly powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jedno-
stronnie z interlinia (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na ar-
kuszu nie powinno by¢ wiecej niz 31 wierszy po 65 znakdw. Wszystkie strony
powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umie-

szczone rysunki i tabele.

Wszystkie tabele i zestawienia (unikac¢ zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno,
nie w maszynopisie calego artykutu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arku-
szach i numerowac kolejno. U géry kazdej tabeli podac tytul objasniajacy.
Artykuly nalezy nadsyta¢ w 2 egzemplarzach; powinny by¢ dotaczone krotkie
streszczenia w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, rowniez w 2 egzempla-
rzach, takze przetlumaczony tytut artykutu.

Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawuasach okragtych.
Rysunki powinny by¢ nadsylane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz
zalaczone oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajace te-
ksty napiséw pod rysuinkaminalezy sporzadzac oddzielnie (niezaleznie od tekstu
artykuldw) w 2 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywac¢ na przezroczystej
kalce, tuszem.

Fotografie powinny byé¢ ostre i wykonane na biatym b0yszczacym papierze foto-
graficznym. Numery fotografii i powiekszenie nalezy podawaé¢ na odwrocie -
oldwkiem. Numeracja nalezy objac rysunkii fotografie tacznie. W przypadku gdy
istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamieszczenie dodatkowych wskaznikow
lub skali - prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od fotografii do reprodu-
kcji).

Po zakonhczeniu artykulu nalezy podac¢ wykaz literatury, wymieniajac kolejno na-
zwisko autora i pierwsze litery imion, peiny tytut dzieta, tytul czasopisma, numer
tomu i zeszytu, miejsce wydania‘i rok, ewentualny numer strony. Pozycje wy-
kazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w teksécie powotania na numer po-
zycji w nawiasach kwadratowych, np. 17

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wiel-
kosci we wzorach musza byé¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie
Normy i Miedzynarodowy Uklad Miar (SI).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony
przez Autora. Nazwy fonetyczne uzytych liter greckich lubinnychoznaczen na-
lezy podawac oldwkiem w lewym marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyj-
nych, niezbednych skrotdw, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materialach Elektronicznych’ uwa-
zany jest za réwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byla druko-
wana ani wystana do druku w zadnym innym czasopismie krajowym lub zagrani-
cznym, .

Maszynopis artykulu nalezy zaopatrzy¢ pelnym imieniem. i nazwiskiem Autora
oraz nazwa i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie ty-
tulu naukowego lub zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem prze-
stania honorarium). W przypadku artykulu opracowanego przez zespot Autorow
prosimy o podanie procenbbﬂ@éy [ﬁﬂiﬂmﬁg:cpikiego. Bez tych danych honora-
rium bedzie dzielone na réwne czesci.
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